
































(αレベル )と0.84eV (EI｣2レベル )の位置に電子エネルギー準位を有する格子欠陥が存在
することが知られた｡そのような試料を塑性変形 しても,伝導体とバンドギャップ中央の間に
新 しい電子エネルギー準位を有する格子欠陥は存在 しないが,価電子帯とバンドギャップ中央
の間にエネルギー準位を有するアクセプターとして作用する欠陥が生 じる｡更に塑性変形によ
り,フォ トキャパシタンスのクエンチング現象を示すEL2レベルの欠陥濃度が増大すること
が知られた.即ち,GaAs結晶を塑性変形すると,EL2と同じエネルギー位置に電子準位を
持っが,それとは性質の異なった欠陥が生成されることが明らかにされた｡
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